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采 用 CV D 法
,














范围具 有良好 的导 电性 及高度透 明性
。
用














厦门 36 102 1
①②③















在 5 1衬底上淀积 S
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因此 S n o
:
/ Si 的光电压可近似为3[]
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采用 C V D 方法
,
在
n 型和 p 型衬底上
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表 1 350 ℃ 淀积 S
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( 1) 从表 1 可 以看 出
, n 型 Si 衬底淀积
S n O
:
后样品的光 电压远大 于 p 型硅衬底的
图 3 p 型衬底的 S
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(3 )从 图 2 得 出
,
淀积 温为 3 5 0o C 制得
S n O
Z
/ Si 的光 电压 比高于或低于它的样品的
光电压大
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